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Avg. intersection: Incandescent | LED Signals

10 vehlculgr signals/ bulbs

8 pedestrian

Per vehicular signal 135-150 watts 8-10 watts

Per pedestrian signal 70 watts 8 watts

Per intersection 2060 watts 164 watts/less
$175/month $23/month

Annual cost / intersection $2,100 $276

Average savings of $1,824 monthly/

$40,128 annually per intersection
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Energy E/ eV
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1eV=1602x101%]
1 kT = 0,025 eV (T = 300 K)
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Abbildung 16.1 Energiebander in Si und GaAs. Die Energie Eo der
Bandliicke zwischen Valenz- und Leitungsband betragt bei Zimmer-
temperatur 1.12 eV fur Siund 1.42 eV fur GaAs.
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Abbildung 16.4 Schnitt durch die E-k
lang zweier Kristallrichtungen

Si

Funktion fUr Si und GaAs ent-

[111] (links) und [100] (rechts).
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Diagramme flr Si und GaAs werden in der

Abbildung 16.5 Die £—k-

Nahe des Minimums des Leitungsbands und des Maximums des Va-

lenzbands in guter Naherung durch Parabeln beschrieben.



Tabelle 16.1 Typische Werte der effektiven Massen von Elektronen
und Lochern in ausgewahlten Halbleitermaterialien.

Material ?’T’IL/T’?’!D mv/'mg
Si 0.98 0.49
GaAs 0.07 0.50

GaN 0.20 0.80
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Abbildung 16.6 Ein Ausschnitt aus dem Periodensystem, der die
wichtigsten Elemente in Halbleitern zeigt. Die Schattierung der Ele-
mente gibt den Aggregatzustand bei Zimmertemperatur an. Das voll-
standige Periodensystem ist in Abb. 13.3 gezeigt.



Tabelle 16.2 Ausgewahite Element- und binédre lli-V-Halbleiter und ihre Kristallstrukturen und
Bandllcken.

Material Struktur? Bandlticke
Art? Energie® Wellenldnged
Eg/eV Ag/pm

Si D i 1.12 1.11
Ge D i 0.66 1.88
AIN A% d 6.20 - 0.200
AlIP Z i 2.45 0.506
AlAs Z i 2.16 0.574
AlSb Z i 1.58 0.785
GaN W d 3.39 0.366
GaP Z i 2.26 0.549
GaAs Z d 1.42 0.873
GaSb Z d 0.73 - 1.70
InN A% d 0.65 191
InP Z d 1.35 0.919
InAs Z d 0.36 3.44
InSb Z d 0.17 729

iDie angegebene Kristallstruktur ist die hédufigste Struktur des Materials: D= Diamant,
Z =Zinkblende, W = Wurtzit (siehe Abb. 16.11).
bi: indirekte Bandliicke, d: direkte Bandliicke.

“Bei 300 K. |
dDie Wellenlinge Ay hdngt mit der Energie E; der Bandliicke durch Ay = hcy/Eg zusammen;

wenn die Energie in eV und die Wellenldnge in um ausgedriickt wird, ist Ay ~ 1.24/ E;.



